Clasificacion de memorias

 MEMORIAS |

| |
p
N MAGNETICAS ) OPTICAS [SEMICDN DUCTORAS )

Discos || Cintas

Acceso secuencial

Acceso aleatorio

-Sere

-EDORAM

Registros de Disp. acoplados || LIFO De lectura De sdlo
desplazamiento | | por carga (CCD) || FIFO y escritura lectura
SRAM | |DRAM FLASH ROM | [PROM | [EPROM| | EEPROM
-Dual-Port VRAM




Caracteristicas de las memorias semiconductoras de acceso aleatorio

Capacidad y organizacion
N® palabras x bits/palabra

Tiempo de acceso

SRAM, DRAM, FLASH: reescritura

ROM: programada en fabrica

Escritura / reprogramacion

PROM: programacion una Unica vez

EPROM: programacion varias veces fuera del
equipo final (mediante luz UV)

EEPROM: programacion en el equipo final

Densidad

Volatilidad
ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH: no volatiles

Consumo SRAM, DRAM: volatiles
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Organizacion y capacidad de una memoria

Bus de diraccsonas

i lireas)

o e e

MEMORIA < Bus de datos >

Bus de conbrol

W/ N/

N® de palabras: 27
Crganizacion: 2" x m bits
Bits/palabra: m
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Estructura interna de una memoria RAM estatica
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Ciclos de lectura (Memoria RAM estatica CY 7C148)

Read Cycle No.1 [10.11)

g
ADDRESS X
i
o ton Dl

DATA QUT PREVIOUS DATA VALID DATAVALID
C148-6
Read Cycle No. 2 [10.12]
k- t:ﬁ; I
i tacs
o 7 t
.I p— (7 —-|> HIGH
HIGH IMPEDAMNCE IMPEDANCE
DATA QUT DATAVALID )—
- Py pamee L C0
Vee ICC
SUPPLY 509% 50%
CURRENT ISB
Notes:

C148-7
10. WE is HIGH for read cycle.

11. Device is continuously selected, CS =V,

12. Address valid prior to or coincident with CS transition LOW.



Ciclos de escritura (Memoria RAM estatica CY 7C148)

Write Cycle Mo.1TWE Controlled)

ADDRESS
TE
Las
;I.I-\_:
OATA IMN
| HIGH IMFEDAMCE |
DATA QUT DATA UMDEFINED } {

C148-8

Write Cycle No. 2 TCS Controlled)! '

By
ADDRESS
low
r.l-l\.'l"i'
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Caracteristicas temporales de lamemoria

Switching Characteristics Over the Operating Rangel?]

TC148-25 TC148-35 TC148-45
TC149-25 TC149-35 TC149-45
Parameter Description Min. | Max. Min. Max. Min. | Max. Uit
READ CYCLE
tre Address Valid to Address Do Mot Care Time 253 a5 45 ns
(Read Cycle Time)
tas Address Valid to Data Out Valid Delay 23 35 45 ns
(Address Access Time)
tacel Chip Select LOW to Data Out Valid (7C148 only) 257 35 45 ns
tacsz 3071 35 45 ns
tare Chip Select LOW to Data Out Valid (7C 148 only) 15 15 20 ns
t Chip Select LOV to Data Out On 7148 & 10 10 ns
7149 9 ] ]
tzt) Chip Select HIGH to Data Out Off 0 15 0 20 0 20 ns
tan Address Unknown to Data Out Unknown Time 0 LH =] ns
ten Chip Select HIGH to Power-Down Delay | 7C148 20 30 a0 ns
tey Chip Selact LOW to Power-Up Delay FT148 0 0 L)) ns
WRITE CYCLE
tggr Address Valid to Address Do Mot Care 25 35 45 ns
(Write Cycle Time)
bl Write Enable LOW to Wiite Enable HIGH 20 30 35 ns
twr Address Hold from Write End a2 ] =] ns
gz Write Enable to Output in High Z ] & 0 & 0 B ns
to Data in Valid to Write Enable HIGH 12 20 20 ns
toH Data Hold Time 0 )] i) ns
tag Address Valid to Write Enable LOW 0 L} L] ns
[towt™ Chip Select LOW to Vrite Enable HIGH 20 30 40 ns
topat ) Write Enable HIGH to Cutput in Low Z 0 0 0 ns
tann Address Valid to End of Write 20 30 35 ns
HNotes:

6. Chipdesdaected greatar than 25 ne prior to sekechion.

7.  Chipdesdecied less than 25 ns prior o selecbion

8. ARany given emperalure and voltage condiion, Tz = less than by for &l devices. Transition (g messunad =5000my from sbeady-state volbege with specified
lcading in par (b) of AC Tesl Loads.

9. The indemal wiite bme of the memory (8 defined by the ovelep of T5 LOW and WWE LOW. Both signals must e LOW boonilsale & wite and sither signal can
tesrnineaie & write by going high. The data inpul set-up and hold Bming shoukd be rederenced Bo the risng edge of the sgnal thal lemmnates the wite.
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Dispositivos de Logica Programable (PLDs)

Estructura general de un PLD

Entradas Salidas
I
—_
— ™| Funcion de Matriz Matriz Funcionde|[— ™
— | entrada :> AND —N OR :> salida -
—_— _I/
— —lL
E—
A4
ESTRUCTURA BASICA
realimentacion
Tipos:
PROM

PAL — GAL (SPLD)

CPLD
FPGA-PLA



Aplicaciones tipicas
e SPLDs
- Decodificacion
- Automatas
- Integracion de sistema SS|

* CPLDs
- Subsistemas de E/S, |6gica de alta velocidad, periféricos, etc.

- Decodificacion mas complga
- Integracion de varios SPLDs
* FPGASs

- Subsitemas digitales complgos (compresion de datos, encriptacion,
protocol os de comunicaciones, DSP)

— Circuitos con gran uso de registros
— Realizacion de prototipos para ASICs



Realizacion de unafuncion légica con un PLD

‘ CONEXION FIJdA
Bl +
./ CONEXION PROGRAMABLE
ST
Mo
X 29—
i

F = A & B” #* A’ & B
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Entrada |

Entrada 2

Entrada 3

- — — — -,

Entrada n

Estructura de una una PAL
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PAL (c8) AB YY c DEF
FM_ = —e =
CE para versiones CMOS
MNamero de entradas
Estructura de salida
Nimero de salidas
Consumo 1
Velocidad
Encapsulado, gama, etc.
Letra(s) codigois) Estructura de salida
L Combinatona actvo bajo
H Combinatona actvo 2o
R Registro &
RA Registro asincrono
X Registro de O exclusno
v Versatil

IR RN
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Estructura de la macrocélula en una PAL22V 10

PRL22V10




ATMEL ATF/750

Caracteristicas

— Superconjunto de 22V 10 -> compatible pin a pin.

- 42 entradas del array

— 20 términos de sumas

— Retardo maximo entrada-salida 7,5ns.

- 20 flip-flops

L os 20 se realimentan directamente al array

10 son accesibles como salidas

ConfigurablescomoD o T

Reloj individual seleccionable como CLK del sistema o un producto.
RESET asincrono individual como producto

PRESET sincrono comun atodos

- Configuracion de E/S

L os 22 pines pueden usarse como salidas

10 pueden ser entradas, salidas o bidireccionales
Salida OE independiente para cada pin

Hasta 171 productos disponibles en total



Configuracion delas E/S

(OE PRODUCT TERMS)
n‘
PROGRAMMABLE
12 N INTERCONNECT —"-J me ] Logic 0
INPUT AND OPTION 1 JouTPuT
PINS | | comBINATORIAL | PRome’ v [T]OPTION 2% e
LOGIC ARRAY ﬂ;pmps}
(CLOCK PIN)
CEMUX
CKi = TO
== :} e | OGIC
CLOCK [:I-:-:?||_|\|'\|{ __? CELL
PRODUCT SELECT
TEREM
— OE } ©OF
&O—E} I\L
From From V
Logle IO Logic
Option Option




Configuracion de lasalida (LOGIC OPTIONS) para salida combinacional

Combined Terms Separate Terms
e From KO Pin . From /O Pin
= Qi . Qf
D Q0 1 iy W 1o
/O e
— . SIF' Pin ] . E‘nIF Pin
o T/D Qo 0 T/D Qo
= e 0 —
] cK [+ CK u
MUX AR T MUX AR
] |/
= CKO — CKO
" ARD " ARO
- §P B SP
° T ™ 1 of B ™ — 1 ai
2 CK [ 2 CK [
T < oK MUX AR T < o MUX AR
T~ AR :’3\ AR1
| |




Configuracion delasalida (LOGIC OPTIONYS) para salida registrada

Combined Terms

e

.
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/

T/D

SP

000 [ J I e
=0l [l

Q
2

>
oy
-4

CK
MUX

e

11O
Pln

AR

— 1

AR

Separate Terms

s

6\

1

T/D
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Configuracion Entrada/Salida

INPUT | >

e
81" |——I'—:h
100K
[
EsD
PROTECTION
CIRCLIT FROGRAMMAELE ~_7
OPFTION
Vo

L—— —_——

o PROGRAMMAELE

OPTION

* ENTRADA

- “Programable option”
paraevitar ruidos en
entradas “al aire”

SALIDA (I/O)
— Bidirecciond
— Senal OE discrimina E/S
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CPLDs

e SPL Dslimitados tipicamente a 10-20 ecuaciones l6gicas.
e CPLDs

N s TN 1 1
Pl H = |
3 TR =1 | | o
e T
oI gewa T
Wa—] linfercann.| — |
? rmatrix
E
e |11
- Bloguesde PLD

- Maitriz de interconexiones entre ellas
— Dos niveles de programacion -> mucha mas flexibilidad



ATF1502

e Caracteristicas
- 44 pines
- Retardo entrada-salida maximo 7,5ns
- 32 macrocélulas

* 5 productos por macrocélula, ampliables hasta 40.

Configurable comoregistroD o T

Senales de control del registro globales o individuales
ENABLE global o individual de cada salida
Programables como entradas, salidas o E/S (como ATF750), y colector abierto.

- Programacion ISP

- Trespines de CLK globales disponibles
— Opcion de RESET en encendido
- EEPROM
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Arquitectura

Logic Block A
1% !3 i
% i
b Macrocalls i
<> 118 | 18 & ;
o i
A 4% @ g
.

Y
GLOBAL
BUS
(INPUTS AND FEEDBACKS BUS)

INPUT/ACLR

OE1/INPUT



Estructura de la macrocélula

8a 16 ¢ %ﬁm
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FPGAS

* Muchamayor complgjidad y flexibilidad
e Estructura

e Ty RN . |- | I [ 18 == | a8
Lurnigqurapi=e ioggic pNoLC K P P

. |
s
|}:j | E-'-.-'-.-'rtI:h

FFGA
- Bloques logicos configurables (CLB) -> cada uno realiza unafuncion légica

- Array de conexiones programables mediante switches distribuidos por todo
el FPGA -> con las conexiones se realizan funciones complejas.



A T40K xx

e Caracteristicas

Compatible X C4000 de Xilinx

8 relojes externos con distribucion “low skew”
Reconfiguracion total/parcial en el sistema
Versiones5V y 3,3V

128-384 E/S compatibles PCI

Entre 2K y 18Bbits SRAM de 10ns

5.000 a50.000 puertas logicas

256 a 2304 registros

84-352 pines



Diagrama de blogues
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Flgure 4. Cell Connections

1~

il Haorizontal

CELL
Plane &
Plane 4
Plane 3
Plane 2
Plane 1
CELL ZELL CELL
~Diagonal
Direct Connect

CELL

Orthogonal
Chrect Connect

(a) Celto-cell Connections

ol
11N
Lo
L e

Busing Plane
{ CELL |
L

i H
Vertical

Busing Plane

b1 Cell-to-bus Connections



Figure 5. The Cell
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Figure 8. RAM Logic
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